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POWER SUPPLY MONITOR DEVICES
EML22/UML23N

Features Dimensions (Unit : mm)

1) Packaging Zener diode and small-signal amplifier transistor

2) Using outside connection able to use Power supply 

monitor device
3) When use Power supply monitor device,

    Temparature drift characteristics of detect voltage is about

    150 ppm/ºC.

Applications

Protection of over load of power supply.

Packaging specifications and Marking

EML22 UML23N

EMT6 UMT6

L22 L23

T2R TR

8000 3000

Absolute maximum ratings  (Ta=25°C) Internal circuit

Tr

Symbol Limits Unit (1)　ANODE《DI》

VCBO 60 V (2)　BASE《TR》

VCEO 50 V (3)　EMITTER《TR》

VEBO 7 V (4)　COLLECTOR《TR》

IC 150 mA (5)　N.C.

PD 120 mW (6)　CATHODE《DI》

Di

Symbol Limits Unit

PD 120 mW

Tr and Di

Symbol Limits Unit

PD 150 mW

Tj 150 °C

Tstg 55 to 150 °C

*1 Mounted on reference land.

Range of storage temperature

Collector-base voltage

Collector-emitter voltage

Emitter-base voltage

Collector current

Power dissipation

Power dissipation

Power dissipation

Parameter

Junction temperature

Parameter

Type

Package

Marking

Code

Basic ordering unit (pieces)

Parameter

*1

*1

(6) (5) (4)

(1) (2) (3)

*1

EMT6

(1) (2) (3)

(4)(5)(6)

UMT6
(SC-88)
<SOT-363>

(1) (2) (3)

(6) (5) (4)

MARKING : "L22"(EMT6)

MARKING : "L23"(UMT6)
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Electrical characteristics (Ta = 25°C)

Tr

Symbol Min. Typ. Max. Unit

BVCEO 50 － － V IC=1ｍA

BVCBO 60 － － V IC=50μA

BVEBO 7 － － V IE=50μA

ICBO － － 100 nA VCB=60V

IEBO － － 100 nA VEB=7V

VCE(sat) － － 400 mV IC/IB=50mA/5mA

hFE 120 － 390 － VCE=6V,IC=1mA

Di

Symbol Min. Typ. Max. Unit

VZ 6.58 6.80 7.00 V IZ=5mA

IR － － 0.5 mA VR=3.5VReverse current

180 － MHz

Output capacitance

fT －

Zener voltage

pFCob － 2 －

Transition frequency

VCB=12V,IE=0A,
f=1MHｚ

Parameter Conditions

Emitter-base breakdown voltage

Collector cut-off current

VCE=12V,IE=2mA,
f=100MHｚ

Parameter Conditions

Collector-emitter brekdown voltage

Collector-base breakdown voltage

Emitter cut-off current

Collector-emitter saturation voltage

DC current gain

2/4  2011.10 -  Rev.A



www.rohm.com

© 2011  ROHM Co., Ltd. All rights reserved.

Data SheetEML22/UML23N 　

Electrical characteristic curves
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Fig. 1 GROUNDED EMITTER PROPAGATION  
          CHARACTERISTICS 
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Fig. 2 GROUNDED EMITTER OUTPUT  

          CHARACTERISTICS (Ⅰ) 
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Fig. 3 GROUNDED EMITTER OUTPUT  

          CHARACTERISTICS (Ⅱ) 
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Fig.4 DC CURRENT GAIN vs. COLLECTOR 

         CURRENT CHARACTERISTICS (Ⅰ) 
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Fig. 5 DC CURRENT GAIN vs. COLLECTOR 

          CURRENT CHARACTERISTICS (Ⅱ) 
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Fig. 6 COLLECTOR SATURATION VOLTAGE vs. 

          COLLECTOR CURRENT CHARACTERISTICS(Ⅰ) 
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Fig. 7 COLLECTOR SATURATION VOLTAGE vs. 

          COLLECTOR CURRENT CHARACTERISTICS(Ⅱ) 
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Fig. 8 COLLECTOR SATURATION VOLTAGE vs. 

          COLLECTOR CURRENT CHARACTERISTICS(Ⅲ) 
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<Di>

<Tr+Di> Measurement circuits
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Fig.16 Reference Voltage vs Temperature 
           Characteristics 

Temperature  

Coefficient    : 155ppm/℃ 
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Fig 17 Reference Voltage vs Temperature 
           Characteristics Mesurement CIrcuit 
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Notice

ROHM  Customer Support System
http://www.rohm.com/contact/

Thank you for your accessing to ROHM product informations. 
More detail product informations and catalogs are available, please contact us.

N o t e s



Mouser Electronics
  

Authorized Distributor
 
  

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:
 
 
 
 ROHM Semiconductor:   

  EML22T2R  UML23NTR

https://www.mouser.com/rohmsemiconductor
https://www.mouser.com/access/?pn=EML22T2R
https://www.mouser.com/access/?pn=UML23NTR


 

Общество с ограниченной ответственностью  «МосЧип»   ИНН 7719860671 / КПП 771901001                                                                                                                                                     
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107 

                                        

Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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